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요약

    
로우 레벨의 신호 /CNTE를 수신하여 활성화되고, 입력된 신호의 2배의 주기를 갖는 신호를 출력하는 제1 및 제2 카운
터(35, 36, 40)와, 제1 카운터(35, 36)에 접속된 제1 퓨즈 회로(50)와, 제2 카운터(40)에 접속된 제2 퓨즈 회로(5
2)를 구비하고, 제1 퓨즈 회로(50)에 포함되는 퓨즈(502)를 절단하는 경우에는 제1 카운터(35, 36)가 불활성화되는 
한편, 제2 퓨즈 회로(52)에 포함되는 퓨즈(522)를 절단하는 경우에는 제2 카운터(40)가 활성화된다. 이에 따라, 리프
레시 주기를 결정하는 신호 REFSE의 주기 조절이 효율적으로 이루어질 수 있다.
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대표도

도 1

명세서

도면의 간단한 설명

도 1은 본 발명의 실시 형태에 따른 분주기의 구성을 나타낸 도면.

도 2는 본 발명의 실시 형태에 따른 링 발진기의 구성을 나타낸 도면.

도 3은 종래의 반도체 기억 장치의 전체 구성을 나타낸 도면.

도 4는 도 3에 도시된 분주기의 구성을 나타낸 도면.

〈도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명〉

30 : 전원 노드

32 : 접지 노드

34 ∼ 36, 40 : 카운터

50, 52 : 퓨즈 회로

61 : 전류 미러 회로

62, 65 : 전송 게이트

63, 66, 503, 523, 601 ∼ 604 : N채널 MOS 트랜지스터

64, 67, 525, 526 : 인버터

250 : 링 발진기

502, 522 : 퓨즈

n3, n4 : 노드

발명의 상세한 설명

    발명의 목적

    발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 반도체 집적 회로에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 퓨즈 회로를 포함하는 반도체 집적 회로에 관한 것이다.

    
도 3은 종래의 반도체 기억 장치의 전체 구성을 나타낸 블럭도이다. 도 3에 도시된 반도체 기억 장치는, 통상 동작 모드
와 셀프 리프레시(self refresh) 모드를 갖고, WE 버퍼(1)와, CAS 버퍼(3)와, 열 어드레스 버퍼(5)와, 열 어드레스 
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버퍼(5)에 접속된 열 디코더(7)와, RAS 버퍼(9)와, RAS 버퍼(9)에 접속된 행 어드레스 버퍼(11)와, 행 어드레스 버
퍼(11)에 접속된 행 디코더(13)와, 메모리셀 어레이(15)와, 센스 앰프(17)와, 센스 앰프(17)에 접속된 I/O 회로(19)
와, 셀프 리프레시 스위칭 회로(self refresh switching circuit: 21)와, RAS 버퍼(9) 및 셀프 리프레시 스위칭 회로
(21)에 접속된 내부 어드레스 발생 회로(23)와, 어드레스 입력 단자(20)와, 스위치(22)와, 셀프 리프레시 스위칭 회
로(21)에 접속된 리프레시 주기 결정 회로(25)를 구비한다.
    

여기서, 리프레시 주기 결정 회로(25)는, 링 발진기(ring oscillator: 250)와, 링 발진기(250)에 접속된 분주기(freq
uency divider: 251)를 포함한다.

    
그런데, 최근 상기한 바와 같은 다이내믹 랜덤 억세스 메모리(DRAM)를 비롯한 LSI의 고집적화 및 고속화에 따라, 메
모리셀의 고집적화뿐만 아니라 메모리셀의 점유율 향상을 위해, 주변 회로 부분의 컴팩트화가 중요시되고 있다. 이러한 
상황에서는, 주변 회로 부분의 배선 피치(interconnection pitch)도 좁아지기 때문에, 퓨즈 블로우(fuse blowing)에 
의해 리프레시 사이클 등의 주기를 조절하는 퓨즈 회로에 있어서, 블로우 에러에 의한 불량의 저감을 꾀하는 것이 중요
해지고 있다.
    

도 4는 도 3에 도시된 종래의 분주기(251)의 구성을 나타낸 도면이다. 도 4에 도시된 바와 같이 이 분주기(251)는 전
원 노드(30)와, 접지 노드(32)와, 카운터(34)와, 카운터(34)에 접속된 카운터(35)와, 카운터(35)에 접속된 카운터
(36)와, 카운터(35)에 접속된 퓨즈 회로(37)와, 카운터(36)에 접속된 퓨즈 회로(38)와, 인버터(39)를 구비한다.

여기서, 퓨즈 회로(37)는 고저항 소자(371)와, 노드(n1)와, 퓨즈(372)와, 게이트에 하이 레벨의 신호 Sg가 공급되는 
N채널 MOS 트랜지스터(373)를 포함하며, 퓨즈 회로(38)는 고저항 소자(381)와, 노드(n2)와, 퓨즈(382)와, N채널 
MOS 트랜지스터(383)를 포함한다.

그리고, 카운터(34 ∼ 36)의 각각은, 입력되는 신호 /CNTE가 로우 레벨로 활성화되었을 때, 입력되는 신호의 주기를 
2배한 주기를 갖는 신호를 출력함과 동시에, 입력되는 신호 /CNTE가 하이 레벨로 불활성화되었을 때에는 입력되는 신
호를 그대로 출력하는 것이다.

따라서, 분주기(251)는 퓨즈(372, 382)를 절단함으로써, 분주기(251)로부터 출력되는 신호 REFSE의 주기를 짧게 
할 수 있는 구성으로 되어 있다.

즉, 모든 퓨즈(372, 382)가 접속되어 있는 초기 상태에 있어서는, 퓨즈 회로(37, 38)에 포함되는 N채널 MOS 트랜지
스터(373, 383)가 각각 온(on)하기 때문에, 퓨즈 회로(37, 38)로부터는 활성화된 로우 레벨의 신호 /CNTE가 카운터
(35, 36)에 각각 공급된다.

따라서 이 경우에는, 카운터(35, 36)는 모두, 입력된 신호의 주기를 2배한 주기를 갖는 신호를 출력한다.

여기서 예를 들면, 퓨즈(372)만을 절단했을 때에는, 퓨즈 회로(37)에 포함되는 노드(n1)로부터는 불활성화된 하이 레
벨의 신호/CNTE가 카운터(35)에 공급되기 때문에, 카운터(35)는 입력된 신호 OUT1의 주기를 바꾸지 않고 그대로 
신호 OUT2로서 출력한다. 따라서, 퓨즈(372)만을 절단했을 때에는, 분주기(251)로부터는 절단하지 않을 때에 비해 
주기가 1/2만큼 짧은 신호 REFSE가 출력되게 된다.

또, 카운터(34)는 항상, 입력되는 신호 IN의 주기를 2배한 주기를 갖는 신호 OUT1을 출력하고, 카운터(34 ∼ 36)는 
신호 BBUE의 반전 신호 RESET가 하이 레벨로 활성화됨으로써 리셋트된다.

그러나, 상기한 바와 같은 반도체 기억 장치에 있어서는 통상, 리프레시 주기의 장단 방향으로 마진을 갖도록 회로가 구
성되기 때문에, 반드시 퓨즈를 레이저 블로우에 의해 절단하여 리프레시 주기를 조절하는 것이 강요된다. 이 레이저 블
로우에 의한 절단이라는 작업은 일정한 시간을 필요로 하며, 더구나 블로우 에러를 일으키면 회로가 불량이 되는 등의 
문제가 발생된다.
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    발명이 이루고자 하는 기술적 과제

본 발명의 목적은 양품을 완성하기 위한 리프레시 주기의 조절에 있어서, 필요로 되는 레이저 블로우에 의한 절단 횟수
를 저감시키기 위한 반도체 집적 회로를 제공하는 데 있다.

    
본 발명의 어떤 국면에 따르면, 반도체 집적 회로는 제1 회로와, 제1 회로에 접속된 제2 회로와, 제1 회로에 접속되며, 
초기 상태에 있어서 제1 회로를 활성화시키는 제1 활성화 신호를 생성함과 동시에, 내장된 제1 퓨즈가 절단되었을 때 
제1 회로를 불활성화시키는 제1 불활성화 신호를 생성하는 제1 퓨즈 회로와, 제2 회로에 접속되고, 초기 상태에 있어
서 제2 회로를 불활성화시키는 제2 불활성화 신호를 생성함과 동시에, 내장된 제2 퓨즈가 절단되었을 때 제2 회로를 
활성화시키는 제2 활성화 신호를 생성하는 제2 퓨즈 회로를 구비한다.
    

본 발명의 다른 국면에 따르면, 반도체 집적 회로는 발진 회로와, 적어도 1개의 퓨즈를 절단함으로써, 발진 회로의 발진 
주파수를 증감시키는 조정 회로를 구비한다.

따라서, 본 발명의 이점은 퓨즈를 절단함으로써 반도체 집적 회로의 초기 설정을 보다 효율적으로 행할 수 있다.

본 발명의 또 다른 목적, 특징 및 우수한 점은, 이하의 기재에 의해 충분히 알 수 있을 것이다. 또한, 본 발명의 이점은 
첨부 도면을 참조하여 행하는 다음 설명으로 명백해 질 것이다.

    발명의 구성 및 작용

이하, 본 발명의 실시 형태를 도면을 참조하여 자세히 설명한다. 또, 동일 부호는 동일 또는 상당 부분을 나타낸다.

본 발명의 실시 형태에 따른 반도체 기억 장치는, 도 3에 도시된 반도체 기억 장치와 마찬가지의 것이지만, 분주기(25
1)와 링 발진기(250)가 각각 도 1, 도 2에 도시되는 것인 점에서 다르다.

도 1에 도시된 바와 같이, 본 발명의 실시 형태에 따른 분주기(251)는 전원 노드(30)와, 접지 노드(32)와, 카운터(3
4)와, 카운터(34)에 접속된 카운터(35)와, 카운터(35)에 접속된 카운터(36)와, 카운터(36)에 접속된 카운터(40)와, 
카운터(35, 36)에 각각 접속된 퓨즈 회로(50)와, 카운터(40)에 접속된 퓨즈 회로(52)와, 공급된 신호 BBUE를 반전
시킨 신호 RESET를 카운터(34 ∼ 36, 40)로 공급하는 인버터(39)를 구비한다.

여기서, 퓨즈 회로(50)는 퓨즈(502)와, 퓨즈(502)와 전원 노드(30) 사이에 접속되고 게이트에는 접지 전압이 공급된 
P채널 MOS 트랜지스터(501)와, 퓨즈(502)와 접지 노드(32) 사이에 접속되고 게이트에는 하이 레벨의 신호 S H가 공
급된 N채널 MOS 트랜지스터(503)와, 카운터(35)에 접속된 노드(n3)와, 퓨즈(502)와 접지 노드(32) 사이에 접속되
고 게이트가 노드(n3)에 접속된 N채널 MOS 트랜지스터(504)와, 입력단이 N채널 MOS 트랜지스터(503, 504)의 드
레인에 접속되어 출력단이 노드(n3)에 접속된 인버터(505)를 포함한다.

또한, 퓨즈 회로(52)는 퓨즈(522)와, 퓨즈(522)와 전원 노드(30) 사이에 접속되고 게이트에는 접지 전압이 공급된 
P채널 MOS 트랜지스터(521)와, 퓨즈(522)와 접지 노드(32) 사이에 접속되고 게이트에는 하이 레벨의 신호 S H가 공
급된 N채널 MOS 트랜지스터(523)와, 노드(n4)와, 출력단이 카운터(40)에 접속되고 입력단이 노드(n4)에 접속된 인
버터(526)와, 퓨즈(522)와 접지 노드(32) 사이에 접속되고 게이트가 노드 (n4)에 접속된 N채널 MOS 트랜지스터(
524)와, 입력단이 N채널 MOS 트랜지스터(523, 524)의 드레인에 접속되어 출력단이 노드(n4)에 접속된 인버터(52
5)를 포함한다.

다음에, 이 분주기(251)의 동작을 설명한다.

    
우선, 퓨즈 회로(50)는 퓨즈(502)를 절단하지 않은 초기 상태에 있어서는, 인버터(505)로 전원 노드(30)로부터 하이 
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레벨의 신호 CNTE가 공급되기 때문에, 카운터(35, 36)로 활성화된 로우 레벨의 신호 /CNTE를 공급한다. 또한, 퓨즈 
회로(50)는 퓨즈(502)를 절단한 상태에 있어서는, N채널 MOS 트랜지스터(503)가 항상 온하고 있음으로써 인버터(
505)로 로우 레벨의 신호 CNTE가 공급되기 때문에, 카운터(35, 36)로 불활성화된 하이 레벨의 신호 /CNTE를 공급
한다.
    

    
한편, 퓨즈 회로(52)는 퓨즈(522)를 절단하지 않은 초기 상태에 있어서는, 인버터(525)에 전원 노드(30)로부터의 하
이 레벨의 신호가 공급되기 때문에, 인버터(526)로부터 카운터(40)로 불활성화된 하이 레벨의 신호 /CNTE를 공급한
다. 또한, 퓨즈 회로(52)는 퓨즈(522)를 절단한 상태에 있어서는, N채널 MOS 트랜지스터(523)가 항상 온하고 있음
으로써 인버터(525)로 로우 레벨의 신호가 공급되기 때문에, 카운터(40)로 활성화된 로우 레벨의 신호 /CNTE를 공급
한다.
    

여기서, 각 카운터(34 ∼ 36, 40)는 대응하는 퓨즈 회로(50, 52)로부터 활성화된 로우 레벨의 신호 /CNTE가 공급됨
으로써 활성화되고, 불활성화된 하이 레벨의 신호 /CNTE가 공급됨으로써 불활성화된다. 그리고, 각 카운터(34 ∼ 36, 
40)는 활성 상태에서 입력된 신호의 2배의 주기를 갖는 신호를 출력함과 동시에, 불활성 상태에서는 입력된 신호를 그 
주기를 바꾸지 않고 그대로 출력한다.

또, 카운터(34)로는 항상 활성화된 로우 레벨의 신호 /CNTE가 공급된다.

    
이상과 같이, 퓨즈(502, 521)가 전부 접속된 초기 상태에서는 카운터(34 ∼ 36)가 활성화됨과 동시에 카운터(40)가 
불활성화된다. 따라서, 이 때 카운터(34)는 입력되는 신호 IN의 주기를 2배한 신호 OUT1을 출력하고, 카운터(35)는 
입력되는 신호 OUT1의 주기를 2배한 신호 OUT2를 출력하고, 카운터(36)는 입력되는 신호 CUT2의 주기를 2배한 신
호 OUT3을 출력하지만, 카운터(40)는 입력된 신호 OUT3을 그 주기를 바꾸지 않고 신호 REFSE로서 출력한다. 이로
써, 이 분주기(251)의 초기 설정은 입력되는 신호 IN의 8배의 주기를 갖는 신호 REFSE를 출력하게 되어 있다.
    

또, 카운터(34 ∼ 36, 40)의 각각으로는 링 발진기(250)로부터 신호 CNTUP가 공급되지만, 이 신호 CNTUP는 카운
터의 동작을 제어하는 것이다. 또한, 각 카운터(34 ∼ 36, 40)로는 인버터(39)로부터 셀프 리프레시 모드일 때 하이 
레벨이 되는 신호 BBUE를 반전시킨 신호 RESET가 공급되지만, 이 신호 RESET가 하이 레벨이 될 때, 즉 통상 동작 
모드일 때에 각 카운터(34 ∼36, 40)가 리셋트된다.

또, 신호 BBUE는 셀프 리프레시 스위칭 회로(21)가 신호 /WEIN이 하이 레벨이고, 또한 신호 /CASIN이 신호 /RASI
N보다 먼저 활성화되는 소위 CBR 타이밍을 검지하여 반도체 기억 장치를 셀프 리프레시 모드로 스위칭함으로써, 하이 
레벨로 활성화된다.

    
상기와 같은 구성을 갖는 분주기(251)에 의하면, 퓨즈(502)를 절단함으로써 출력하는 신호 REFSE의 주기(리프레시 
주기)를 짧게 할 수 있는 한편, 퓨즈(522)를 절단함으로써 출력하는 신호 REFSE의 주기를 길게 할 수 있다. 즉, 초기 
설정 하에서는, 분주기(251)는 신호 IN의 8배의 주기를 갖는 신호 REFSE를 출력하지만, 카운터(35)에 접속된 퓨즈 
회로(50)에 포함되는 퓨즈(502)를 1개 절단하면, 분주기(251)는 신호 IN의 4배의 주기를 갖는 신호 REFSE를 출력
한다. 또한 한편, 퓨즈(522)를 절단하면, 분주기(251)는 신호 IN의 16배의 주기를 갖는 신호 REFSE를 출력한다.
    

    
여기서, 출력되는 신호 REFSE의 주기가 리프레시 주기의 기대치가 되도록 초기 설정하는 것이 가장 바람직하고, 이러
한 경우에는 레이저 블로우에 의한 퓨즈의 절단은 불필요하다. 그러나, 리프레시 주기를 초기 설정치보다 짧게 하는 경
우에는 퓨즈(502)를 절단하고, 리프레시 주기를 초기 설정치보다 길게 하는 경우에는 퓨즈(522)를 절단하면 된다. 한
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편, 도 4에 도시된 종래의 분주기(521)에서는, 리프레시 주기의 설정을 위해 반드시 레이저 블로우에 의한 퓨즈의 절
단이 필요함과 동시에, 퓨즈(372, 382)의 절단에 의해 리프레시 주기를 짧게 할 수 밖에 없다.
    

따라서, 도 1에 도시된 본 실시 형태에 따른 분주기(251)는 도 4에 도시된 종래의 분주기(251)가 퓨즈 블로우에 의해 
리프레시 주기를 짧게 할 수 밖에 없는데에 반하여, 퓨즈 블로우에 의해 리프레시 주기를 짧게도 길게도 조절할 수 있기 
때문에, 레이저 블로우 작업의 횟수를 줄일 수 있어 레이저 블로우를 위해 필요한 시간 및 블로우 에러에 의한 회로 불
량의 발생 확률을 저감시킬 수 있다.

또, 분주기(251)로부터 출력된 신호 REFSE는 RAS 버퍼(9)에 공급되고, 셀프 리프레시 모드에서의 신호 /RAS의 포
착 타이밍(리프레시 주기)이 결정된다. 그리고, 셀프 리프레시 모드에서는 신호 /RASIN에 응답하여 내부 어드레스가 
내부 어드레스 발생 회로(23)에서 생성되고 행 어드레스 버퍼(11)로 공급된다.

    
도 2는, 본 실시 형태에 따른 링 발진기(250)의 구성을 나타낸 회로도이다. 도 2에 도시된 바와 같이, 이 링 발진기(2
50)는 발진 회로(60)와, 신호선 L1과, 신호선 L1을 통해 발진 회로(60)에 접속된 전류 미러 회로(61)와, 신호선 L1
에 접속된 전송 게이트(62)와, 전송 게이트(62)와 접지 노드(32) 사이에 접속된 N채널 MOS 트랜지스터(63)와, 인
버터(64)와, 전송 게이트(62)의 온/오프를 스위칭하는 퓨즈 회로(50)와, 신호선 L1에 접속된 전송 게이트(65)와, 전
송 게이트(65)와 접지 노드(32) 사이에 접속된 N채널 MOS 트랜지스터(66)와, 인버터(67)와, 전송 게이트(65)의 
온/오프를 스위칭하는 퓨즈 회로(52)를 구비한다.
    

여기서, 발진 회로(60)는, n개의 인버터(INV1 ∼ INVn)로 이루어지는 인버터 체인과, 게이트에 신호 BBUE가 공급되
어 인버터 체인의 초기 설정을 하는 P채널 MOS 트랜지스터(600)와, 인버터(INVn)의 출력 신호와 신호 BBUE와의 
논리곱을 취해 신호 CNTUP를 분주기(251)로 공급하는 AND 회로(605)를 포함하고, 인버터(INV1 ∼ INVn)는 각각, 
게이트가 신호선 L1에 접속된 N채널 MOS 트랜지스터(601, 602, 603, 604)를 포함한다.

또한, 전류 미러 회로(61)는 신호선 L1에 접속된 노드(n5)와, 게이트에 전압 REF 가 공급된 N채널 MOS 트랜지스터(
610)를 포함한다.

또, 퓨즈 회로(50)는 도 1에 도시된 퓨즈 회로(50)와 동일한 구성을 지니고, 퓨즈 회로(52)는 도 1에 도시된 퓨즈 회
로((52)와 동일한 구성을 갖는다.

다음에, 이 링 발진기(250)의 동작을 설명한다.

우선, 통상 동작 모드에서는 셀프 리프레시 스위칭 회로(21)로부터 로우 레벨의 불활성화된 신호 BBUE가 P채널 MO
S 트랜지스터(600)의 게이트에 공급되기 때문에, P채널 MOS 트랜지스터(600)는 온하여 인버터(INV1)의 출력 노드
의 전위가 하이 레벨로 고정된다. 따라서, 통상 동작 모드에서는 링 발진기(250)는 발진하지 않는다. 또한 동시에 통상 
동작 모드에서는, AND 회로(605)가 불활성화되고, 분주기(251)로는 로우 레벨의 신호 CNTUP가 공급된다.

한편, 셀프 리프레시 모드에서는, 셀프 리프레시 스위칭 회로(21)는 하이 레벨의 신호 BBUE를 생성하기 때문에, P채
널 MOS 트랜지스터(600)는 오프하고, 링 발진기(250)는 발진을 개시한다. 또한, AND 회로(605)도 활성화되고 인
버터(INVn)의 출력 신호가 신호 CNTUP로서 분주기(251)로 공급된다.

여기서, 링 발진기(250)의 발진 주파수는 각 인버터(INV1 ∼ INVn)의 동작 전류가 흐르는 속도(응답 속도)에 따라 
결정된다. 이 응답 속도는 인버터(INV1 ∼ INVn)의 각각에 포함되는 N채널 MOS 트랜지스터(601 ∼ 604)가 온하는 
강도에 의존하고, 이 온하는 강도는 신호선 L1의 전위에 따라 결정된다. 그리고, 신호선 L1의 전위는 전류 미러 회로(
61)에 포함된 노드(n5)로부터의 출력 전류의 크기에 의존하고, 이 출력 전류의 크기는 N채널 MOS 트랜지스터(610)
의 게이트에 공급되는 전압 VREF 의 크기에 따라 결정된다.
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한편, 퓨즈 회로(50)는 퓨즈(502)가 접속된 초기 상태에서는 전송 게이트(62)를 온하기 위해 신호선 L1의 전위를 낮
추고, 퓨즈(502)가 절단된 상태에서는 전송 게이트(62)를 오프하기 위해 신호선 L1의 전위를 유지한다. 그것과는 반
대로, 퓨즈 회로(52)는 퓨즈(522)가 접속된 초기 상태에서는 전송 게이트(65)를 오프하기 위해 신호선 L1의 전위를 
유지함과 동시에, 퓨즈(522)가 절단된 상태에서는 전송 게이트(65)를 온하기 위해 신호선 L1의 전위를 낮춘다.

따라서, 이러한 구성을 갖는 링 발진기(250)에 있어서는 신호선 L1의 전위가 초기 상태에 있어서 원하는 주기를 갖는 
신호 CNTUP가 생성되기 위한 기대치가 되도록 설계되는 것이 가장 바람직하고, 또한 신호 CNTUP의 주기를 길게 하
고 싶은 경우에는 퓨즈(522)를 절단하고, 반대로 신호 CNTUP의 주기를 짧고 하고 싶은 경우에는 퓨즈(502)를 절단
한다.

이상과 같이, 본 실시 형태에 따른 링 발진기(250)에 의하면, 퓨즈(502, 522)를 절단함으로써 신호선 L1의 전위를 높
게, 혹은 낮게 조절하여 발진 주파수를 조정할 수 있다.

발명의 상세한 설명의 항에서 이루어지는 구체적인 실시 형태 또는 실시예는, 어디까지나 본 발명의 기술 내용을 명확
하게 하기 위한 것으로, 그와 같은 구체예에만 한정하여 협의로 해석되어야 하는 것이 아니라, 본 발명의 정신과 다음에 
기재하는 특허 청구 범위 내에서 여러가지 변경하여 실시할 수 있다.

    발명의 효과

상술한 바와 같이 본 발명의 반도체 기억 장치에 있어서는 통상의 반도체 기억 장치에서 레이저 블로우에 의한 절단이
라는 작업이 일정한 시간을 필요로 하여 블로우 에러를 일으키면 회로가 불량으로 된다고 하는 문제를 방지하기 위해, 
리프레시 주기를 조절하는 데 있어서, 필요로 하는 레이저 블로우에 의한 절단 횟수를 저감시킬 수 있고, 퓨즈를 절단함
으로써 반도체 집적 회로의 초기 설정을 보다 효율적으로 행할 수 있는 반도체 집적 회로를 제공하는 데 있다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.

제1 회로,

상기 제1 회로에 접속된 제2 회로,

상기 제1 회로에 접속되고, 초기 상태에서 상기 제1 회로를 활성화시키는 제1 활성화 신호를 생성함과 동시에, 내장된 
제1 퓨즈가 절단되었을 때 상기 제1 회로를 불활성화시키는 제1 불활성화 신호를 생성하는 제1 퓨즈 회로, 및

상기 제2 회로에 접속되고, 초기 상태에서 상기 제2 회로를 불활성화시키는 제2 불활성화 신호를 생성함과 동시에, 내
장된 제2 퓨즈가 절단되었을 때 상기 제2 회로를 활성화시키는 제2 활성화 신호를 생성하는 제2 퓨즈 회로

를 구비하되,

상기 제1 회로는 상기 제1 활성화 신호를 수신함으로써 입력된 신호의 주기를 바꾸는 카운트 회로이고,

상기 제2 회로는 상기 제2 활성화 신호를 수신함으로써 입력된 신호의 주기를 바꾸는 카운트 회로인 것을 특징으로 하
는 반도체 집적 회로.

청구항 2.

각각이 입력 신호의 주기를 증가시킨 출력 신호를 출력가능하게 하고, 직렬로 접속된 제1 및 제2 카운터 회로,
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제1 퓨즈를 포함하고, 상기 제1 퓨즈가 절단되지 않은 경우, 상기 제1 카운터 회로의 제1 입력 신호의 주기와 제1 출력 
신호의 주기를 동일하게 하여, 상기 제1 퓨즈가 절단된 경우, 상기 제1 입력 신호의 주기를 증가시킨 상기 제1 출력 신
호를 출력하도록 상기 제1 카운터 회로를 조절하는 제1 회로, 및

제2 퓨즈를 포함하고, 상기 제2 퓨즈가 절단되지 않은 경우, 상기 제2 카운터 회로의 제2 입력 신호의 주기를 증가시킨 
제2 출력 신호를 출력하도록 하여, 상기 제2 퓨즈가 절단된 경우, 상기 제2 입력 신호의 주기와 상기 제2 출력 신호의 
주기를 동일하게 하도록 상기 제2 카운터 회로를 조절하는 제2 회로

를 구비하는 것을 특징으로 하는 반도체 집적 회로.

청구항 3.

제2항에 있어서,

상기 제1 카운터 회로의 주기의 증가 배수와 상기 제2 카운터 회로의 주기의 증가 배수가 동일한 것을 특징으로 하는 
반도체 집적 회로.
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